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Los paquetes o tabletas anteriores del tipo plástico 
o moldeado para pastillas de circuitos integrados son caras 
y difíciles de fabricar con línea fina y definición de dimen­
siones. Asimismo, muchas de estas tabletas son limitadas en 
cuanto a la manera en que pueden interconectarse a una pas­
tilla de circuitos integrados.

Una técnica emplea un diseno o modelo de intercone­
xión con estructura de conductor estampada a la que se une 
un dispositivo de circuitos integrados y luego se interconec­
ta eléctricamente utilizando uniones de hilo. Sin embargo, 
este concepto presenta ciertos problemas. La reducción en el 
tamaño del diseño metálico planar de interconexión viene regi­
da por las tolerancias mecánicas de estampación, así como por 
el requisito de que la estructura de conductor sea de un es­
pesor mínimo, a fin de proporcionar suficiente rigidez mecá­
nica. Una estructura de conductor atacada químicamente o un 
depósito de vapor de un diseño metálico de interconexión pro­
porcionan mayor resolución del diseño de interconexión, pero 
estos esquemas son extremadamente costosos. Una desventaja 
mas de las estructuras de conductor de tamaño mayor se debe 
al hecno de que durante la encapsulación, la inyección del 
compuesto de moldeo causa a menudo el desplazamiento del
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conductor y fallos completos en la interconexión.
Otro tipo de paquete moldeado emplea un diseno de 

conductor elevado que se ataca químicamente de manera que 
se provea una cavidad que represente la configuración del 
conductor. A continuación se mecaniza la superficie superior 
del diseño saliente con objeto de dejar descubiertos los 
extremos de la estructura de conductor. Despuós, se recubre 
con una resina epoxídica conductora para proporcionar una 
interconexión entre la estructura de conductor y el disposi­
tivo de semiconductor que se va a interconectar a ósta. 
Igualmente, este concepto es a veces limitado dimensionalmen­
te debido a las variaciones de tolerancias asociadas con las 
operaciones de moldeo, ataque químico y mecanizado.

Resumen del invento

Por tanto, un objeto del presente invento es crear 
un paquete o sustrato de plástico o moldeado, con espigas 
para circuitos integrados, que permite una flexibilidad de 
diseño completa.

Otro objeto del presente invento es proporcionar un 
paquete de plástico o moldeado de interconexión con espigas 
que sea capaz de acomodarse a numerosas técnicas de interco­
nexión entre su diseño planar metalizado y las pastillas de 
circuitos integrados que se van a conectar a óste, por ejem-



pío, el reflujo de material de soldadura, la unión por ultras- 
sonidos, la unión por compresión tórmica, la unión con hilos, el 
decal, etc.

Otro objeto del presente invento es proveer un paque- 
5 te plástico o moldeado de interconexión con espigas que es fá­

cilmente ejecutable en muchos niveles de conexionado.
Otro objeto del presente invento es crear un paquete 

plástico o moldeado de interconexión con espigas que es térmica­
mente compatible para utilizarlo con una unión o junta por 

10 reflujo de material de soldadura entre su diseño planar me­
talizado y una pastilla de semiconductores.

Otro objeto del presente invento es proveer un paque­
te mejorado de plástico o moldeado de interconexión con espi­
gas para circuitos integrados que es adecuado para realizar 

15 en un proceso de moldeo capaz de emplear numerosos tipos de 
materiales moldeables.

Otro objeto del presente invento es proporcionar un 
paquete de plástico o moldeado de interconexión con espigas 
para pastillas de circuitos integrados, en el que se forma 

20 una unión de interconexión sólida, directa y fiable entre sus
diseños planares metalizados y las cabezas de espigas de en- 
trada/salida.

De acuerdo con los objetos antes mencionados, el pre­
sente invento proporciona un procedimiento para transportar 

25 un diseño de interconexión delgado y metalizado durante un
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procedimiento de moldeo en dos fases utilizado para formar 
espigas en el cuerpo de sustrato. El sustrato moldeado con 
patillas es térmicamente compatible con una interconexión 
por reflujo de estañosoldadura entre su diseño metalizado de 
interconexión y las pistas de las pastillas de semiconducto­
res en virtud de un elemento disipador de calor colocado se­
lectivamente dentro del cuerpo moldeado a una distancia pre­
determinada de la superficie de la pastilla de circuitos in­
tegrados.

Breve descripción de los dibujos

La figura 1 es un dibujo en perspectiva, parcialmen­
te en corte,' que ilustra las etapas generales del procedimien­
to utilizado para formar espigas en el sustrato moldeado me­
diante técnicas de moldeo en dos fases.

La figura 2 es una vista parcial en corte transversal 
que ilustra los accesorios de moldeo utilizados para formar 
un sustrato moldeado con espigas o paquete de interconexión.

La figura 3 es una vista parcial en corte transversal 
que ilustra un paquete encapsulado de interconexión de semi­
conductores con patillas.

La figura 4 muestra una secuencia de las etapas del 
procedimiento e ilustra otra ejecución del presente invento.

La figura 5 es una representación gráfica que ilustra
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la manera y las consecuencias del posicionamiento seleccionado 
del elemento disipador de calor con objeto de lograr un paquete 
moldeado con espigas que sea compatible con la tecnología del 
reflujo de estañosoldadura.

5
Descripción de las realizaciones preferidas

Refiriéndose ahora a la figura 1, en ella se ilustran 
esquemáticamente las etapas básicas del procedimiento empleado 

10 para formar el sustrato moldeado de interconexión con espigas
o patillas para empaquetar circuitos integrados. Inicialmente, 
se selecciona una placa de soporte 10 de acero inoxidaole que 
tiene un conjunto de orificios practicados en ella. Los orifi­
cios de la placa 10 se conforman a la configuración de espigas 

15 deseada, por ejemplo, un tipo de dos en línea o un tipo de red. 
A continuación, se deposita un recubrimiento dieléctrico 11 
sobre la placa 10. Se forman recubrimientos dieléctricos sa­
tisfactorios empleando composiciones tales como el TEFLQN, las 
poliamidas o los nitruros de silicio. Se utilizan etapas ade- 

20 cuadas de enmascaramiento y de ataque químico para definir el
diseño deseado de interconexión. Las espigas de interconexión, 
una de las cuales se ilustra en 14, se insertan a continuación 
y se sitúan en la placa de soporte utilizando un accesorio 
apropiado (no representado).

25 Después, se coloca todo el conjunto en un baño de elec-

24-7-73 —6—



4^58?

trodeposición con objeto de depositar un diseño metalizado 
16 de interconexión en las zonas descubiertas metálicas o no 
dieléctricas formadas durante las operaciones de enmascara­
miento y ataque químico. Un baño normal de cobre y ácido 

5 con un abrillantador proporciona el diseño deseado de inter­
conexión con cobre. A titulo de ejemplo, una composición de
cobre y ácido de CuSO,. 5H 0, 174 gramos/litro; H SO , 45^ 2  2 4
gramos/litro; H01, 0,9 gramos/li-cro; y un abrillantador ade­
cuado de 0,43 mililitros/litro proporciona las característi- 

10 cas deseadas de electrodoposición, Sin embargo, resultan
igualmente apropiados otros baños de metal de electrodeposi- 
ción, por ejemplo, de níquel o plata. Hay que hacer notar 
que durante la operación de electrodeposición, la delgada 
película metalizada 16 hace un contacto directo e íntimo 

15 con las partes superiores de la patilla 14 de interconexión,
con objeto de proporcionar una buena unión eléctrica y mecá­
nica.

A continuación, la placa de soporte 10 se coloca en 
un molde y se moldea un polímero adecuado sobre la superfi- 

20 cié superior del recubrimiento dieléctrico 11 a fin de for­
mar un cuerpo de sustrato moldeado 18. Para la operación 
de moldeo resultan adecuados muchos materiales comerciales; 
por ejemplo, se observó que los polímeros constituidos por 
novolaca epoxiladas y curadas con resina novolaca proporcio- 

25 nan las deseadas características dieléctricas de contracción
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y de dilatación. En un caso, el cnerpo epoxídico 18 se formó 
en una prensa convencional de transferencia. Un polvo de polí­
mero se transforma inicialmente en pastillas y luego se calien­
ta en un calentador dielóctrico durante un periodo de tiempo 

5 predeterminado. A continuación se introduce la pastilla pre­
calentada o con propiedades como las del caucho en un pistón 
de transferencia y se inyecta a una velocidad deseada en el 
molde. Despuós de expulsarlas del molde, las piezas se enfrian.
A veces es deseable curar o endurecer posteriormente el paque- 

10 te para asegurar una estabilidad y un reticulado máximos del 
polímero. El dibujo de la derecha de la figura 1 ilustra la 
etapa de expulsión.

Se puede ver que inicialmente la superficie inferior 
19 de la película metalizada 16 establece una primera unión en- 

15 tre ella misma y la placa de soporte 10 de la superficie supe­
rior. Durante la operación de moldeo, se establece una segunda 
unión entre la superficie superior 20 de la película delgada 
16 de metal y la superficie inferior 21 del cuerpo 18 de polí­
mero. La segunda fuerza de unión es mayor que la primera fuer- 

20 ' za de unión y, de este modo, durante la operación de expulsión, 
la placa de soporte y el recubrimiento dielóctrico se separan 
fácilmente de la superficie inferior 21 del cuerpo 18 de polí­
mero, dejando a la patilla 14 integralmente moldeada en el cuer­
po 18 y al diseño 16 de interconexión integralmente unido a la 

25 superficie inferior 21 del cuerpo 18 de sustrato moldeado.
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Las calidades normales de encapsulación de los políme­
ros de moldeo normalmente se diseñan de modo que posean carac­
terísticas de desprendimiento, con el fin de permitir la faci­
lidad de separación de las superficies del molde. Los estea- 

5 ratos metálicos, la cera o, en algunos casos, un reactivo orgá­
nico, se introducen intencionadamente en los polímeros con ob­
jeto de obtener estas características de desprendimiento. Aun­
que ásta es una característica deseable para las tácnicas con­
vencionales de moldeo en dos fases, no lo es en el presente 

10 proceso, porque en el actual invento es necesario establecer 
una fuerza de unión suficientemente intensa entre la superfi­
cie inferior 21 del cuerpo moldeado 18 y la superficie supe­
rior 20 de la línea metalizada 16. A fin de aumentar esta 
fuerza de unión se aplica con brocha un agente de acoplamiento 

15 apropiado, a título de ejemplo una mezcla hidrolizada de organo-
silano, sobre la superficie superior 20 de la línea metalizada 
16 despuós de la operación de electrodeposición. El agente 
específico de acoplamiento empleado en el presente invento cons­
ta de una composición de:

20 1 gramo &e aminoetil aminopropiltrimetoxi-silano,
20 gramos de alcohol isopropílioo,
80 gramos de H 0, y una hidrolización adecuada 

2
durante una hora.

25
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Refiriéndose ahora a la figura 2, en ella se ilustra 
la manera en que la operación de moldeo puede adaptarse para 
colocar en una posición crítica el elemento disipador de ca­
lor, a fin de formar un paquete de diseño de interconexión 

5 con espigas moldeadas que tenga un apropiado coeficiente tér­
mico total de dilatación compatible con una interconexión por 
reflujo de estaño-soldadura. Una forma 26 de molde superior 
y una forma 27 de molde inferior se emplean para asegurar y 
soportar una placa de soporte 28. Las etapas del proceso des- 

10 critas en la figura 1 se usan para fijar y depositar un dise­
ño metalizado en la placa de soporte 10. Una pareja de pati­
llas 30 y 32 se extienden a través de la placa de soporte 10. 
El diseño de interconexión electrodepositado y metalizado se 
muestra esquemáticamente en 34. Los extremos superiores de 

15 la pareja de patillas 30 y 32 se sitúan en una superficie
plana sobre la superficie plana constituida por la película 
metalizada 34. De esta manera, con la operación de electrode- 
posición anteriormente descrita se deposita una capa metálica 
en contacto directo e íntimo con las cabezas de las pastillas, 

20 a fin de permitir una unión directa y buena de éstas. Asimis­
mo, el diseño metálico y delgado de interconexión se deposita 
en todas las regiones no cubiertas por la capa dieléctrica 36.

Una típica interconexión por reflujo de material de 
soldadura, es decir, entre el material de soldadura metálica y 

25 el soporte de interconexión en una típica pastilla de silicio
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de circuito integrado, presenta una dilatabilidad de apro-—6
ximadamente 2,4 x 10 mm/mmSC. Un polímero moldeado ade--6
cuado posee una dilatabilidad entre 20 y 30 x 10 mm/mm/^C. 
De este modo, puede verse que se crea un inapropiado dese- 

5 quilibrio térmico que tiende a causar fallos en la unión de
la interconexión por reflujo de material de soldadura duran­
te prolongados ciclos térmicos del paquete de circuitos in­
tegrados. Con objeto de evitar este problema, se fabrica un 
elemento disipador de calor de un metal de bajo coeficiente 

10 de dilatación como parte del paquete completo. Para las ilus­
traciones dadas, se seleccionó un elemento disipador de ca­
lor metálico de aleación NI36 con una dilatabilidad de 

-6
1,7 x 10 mm/Mm/sc, mostrado esquemáticamente en 40. Median­
te la incorporación de un elemento disipador de calor 40 que 

15 tenga poca dilatación y un módulo alto juntamente con un polí­
mero de módulo relativamente bajo, se prevé . una superficie 
para una interconexión por reflujo de material de soldadura 
que posee un coeficiente de dilatación considerablemente me­
nor que el del polímero por sí solo. La figura 5 ilustra las 

20 curvas de coeficientes efectivos de dilatabilidad para dos
tipos de polímeros ligeramente diferentes, donde el espesor 
del polímero, medido segdn el eje X, corresponde sustancial­
mente a la distancia que separa a la superficie inferior del 
elemento disipador de calor 40 y a la superfioie superior del 

25* plano 34 de interconexión metalizada, distancia designada con
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Z en la figura 2. Por tanto, seleccionando apropiadamente el 
miembro 40 del elemento disipador de calor, la distancia Z y el 
tipo de unión por reflujo de material de soldadura, se estable­
ce un apropiado coeficiente térmico de desequilibrio. En la fi- 

5 gura 5) el coeficiente de desequilibrio térmico, denominado coe­
ficiente efectivo de dilatación térmica, se ha medido según el 
eje Y en función de espesores variables de la distancia Z para 
dos materiales polímeros convencionales.

Antes de la inyección del material polímero transfórma­
lo do en pastillas y calentado, se sitúa el elemento disipador de 

calor 40 a una distancia predeterminada por encima de la super­
ficie planar formada por las líneas de interconexión metalizada 
34 por medio de un tornillo 42, extendiéndose en la forma 26 de 
molde superior y en la parte superior del elemento disipador de 

15 calor 40. Una vez situado el elemento disipador de calor 40,
de manera que se establezca la distancia Z deseada, el material 
polímero transformado en pastillas y calentado se inyecta a tra­
vés de la abertura 46 en el molde constituido por la parte su­
perior 26 y la parte inferior 27. En la operación de moldeo se 

20 forma la parte 50 de sustrato moldeado o plástico de la manera 
anteriormente descrita.

Refiriéndose ahora a la figura 3, en ella se ilustra un 
dispositivo de paquete terminado que se ha poblado con pastillas 
de semiconductor y se ha encapsulado después de las etapas de 

25 la operación de moldeo y de la expulsión.
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Como se ha descrito anteriormente, se puede emplear 
cualquiera de los medios de interconexión conocidos para unir 
una pluralidad de pastillas de semiconductores al diseno me­
talizado. Una pastilla se ilustra en 52 como interconectada 

5 al diseño metalizado 34 de interconexión a través de un con­
junto de uniones 56 y 58 por reflujo de material de soldadura.

Para formar la capa de encapsulación ilustrada esque­
máticamente en 60 se emplea cualquier medio adecuado de en­
capsulación. Por ejemplo, la parte 60 de encapsulación se 

10 forma fácilmente mediante una operación secundaria de moldeo, 
o uniendo una chapa de encuelta con abertura que tenga una 
cavidad tal como la ilustrada en 62 a fin de acomodar a la 
pastilla 52 de semiconductor.

Refiriéndose ahora a la figura 4, se ilustra en ella 
15 otra ejecución del presente invento. En esta ejecución una pasti

H a  de semiconductores se une al diseño metalizado de inter­
conexión durante la etapa primaria de moldeo.

Como se na descrito anteriormente, se selecciona una 
placa de soporte 70 de acero inoxidable. A continuación, se 

20 deposita una capa dieléctrica apropiada 72 sobre la superfi­
cie superior de la placa de soporte 70. Un conjunto de aber­
turas, tales como las 74 y 76, se forman en la placa de sopor­
te 70 a fin de conformarse a la configuración deseada de pa­
tillas de entrada/salida. Después, mediante apropiadas eta- 

25 pas de enmascaramiento y ataque químico, seguidas de una ope-
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ración de electrodeposición, se forma un diseno 80 de inter­
conexión metalizado.

En contraste con el procedimiento anterior, ahora se 
une una pluralidad de pastillas de semiconductor al diseño 

5 metalizado, una de las cuales se ilustra en 82. La pastilla.
de semiconductor se ilustra esquemáticamente como unida por 
medio de un grupo de uniones 84 y 86 por reflujo de material 
de soldadura. Sin embargo, se puede utilizar también cual­
quiera de las demás técnicas de unión bien conocidas ante- 

10 riormente mencionadas para interconeotar la pastilla en es­
te punto.

A continuación, se usa una operación de moldeo si­
milar a la anteriormente descrita para formar el cuerpo 90 
de sustrato moldeado o plástico. Finalmente, la placa de 

15 soporte 70 se separa de la parte 90 de sustrato moldeado
de modo que se forme un paquete de circuitos integrados 
parcialmente terminado, como se ilustra en la dltima figura 
en la secuencia de las operaciones del procedimiento.

Asimismo, se emplea cualquiera de las bien conocidas 
20 técnicas de encapsulación tales como una operación de moldeo

independiente o la adición de una chapa de envuelta, para 
encapsular la estructura después que se retire la placa de 
soporte.

Aunque el invento se ha mostrado y descrito refirién- 
25 dose particularmente a las ejecuciones preferidas del mismo,
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los expertos en la tronica entenderán qu.e pueden hacerse los 
anteriores y otros cambios de forma y detalles en ellas sin 
separarse del espíritu y alcance del invento.

Esta solicitud que corresponde a la presentada en 
5 Estados Unidos de América, el 14 de Junio de 1972, con el

Na 262.848, se acoge a los beneficios del artículo 51 del 
vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

10
REIVINDICACIONES

Los puntos de invención propia y nueva que se presen­
tan para que sean oojeto de esta solicitud de Patente de In- 

15 vención en España por VEINTE años, son los que se recogen en
las reivindicaciones siguientes:

ls.- Un método para formar un sustrato para pastillas 
de circuitos integrados que comprende las operaciones de: 
a) formar selectivamente un diseño metalizado de intercone- 

20 xión de película delgada en una superficie de accesorio, con
objeto de establecer una primera fuerza de unión entre la pe­
lícula metalizada y la superficie del accesorio; b) depositar 
material moldeable para formar un sustrato sobre el diseño 
metalizado de interconexión de película delgada, con el fin 

25 de establecer una segunda fuerza de unión entre el diseño me-
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-balizado de interconexión de película delgada y el material 
moldeable, siendo la segunda fuerza de unión mayor que la pri­
mera fuerza de unión; y o) separar la superficie del accesorio 
para formar un cuerpo de sustrato moldeado que tenga dicho 

5 diseño metalizado de interconexión de película delgada inte­
gralmente unido a dicho cuerpo.

2§.- Un método para formar un sustrato para pastillas 
de circuitos integrados según la reivindicación 18, que com­
prende la operación de: a) establecer un diseno de superficie 

10 metálica planar en dicho accesorio, conformándose al deseado 
diseño metalizado de interconexión de película delgada con 
una capa dieléctrica de enmascaramiento.

3§.- Un método para formar un sustrato para pastillas 
de circuitos integrados según la reivindicación 28, que com- 

15 prende además las operaciones de: a) situar un conjunto de
conectadores individuales en contacto con el diseño de super­
ficie metálica planar; b) electrodepositar dicho diseño meta­
lizado de interconexión de película delgada para establecer 
una primera fuerza de unión entre el diseño metalizado de in- 

20 terconexiÓn de película delgada y la superficie metálica pla­
nar, y para formar una unión metalúrgica directa e íntima en­
tre regiones seleccionadas de dicho diseño metalizado de in­
terconexión de película delgada y dicha pluralidad de conec­
tadores.

25 4-3.- Un método para formar un sustrato para pastillas
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de circuitos integrados según la reivindicación 3§, que com­
prende además la operación de: a) aplicar un agente de acopla­
miento a dos de dichos diseños metalizados de interconexión 
de película delgada antes de la etapa de deposición para es­
tablecer subsiguientemente la segunda fuerza de unión.

de circuitos integrados según la reivindicación 3-, que com­
prende además la operación de: a) interconectar una pastilla 
de circuitos integrados a otras regiones seleccionadas en di­
cho diseño metalizado de película delgada antes de la citada 
etapa de deposición.

6§.- Un método para formar un sustrato para pastillas 
de circuitos integrados según la reivindicación 13, en el que: 
a) dicha operación de Reposición comprende la etapa de inyec­
tar un material polímero calentado sobre el diseño metalizado 
de interconexión de película delgada para formar el sustrato.

7-.- Un método para formar un sustrato para pastillas 
de circuitos integrados según la reivindicación 43, en el 
que: a) la operación de inyección comprende además las etapas 
de situar el accesorio en un molde y después inyectar un ma­
terial polímero caliente en el molde para formar el sustrato; 
y b) refrigerar el sustrato para unir integralmente el diseño 
metalizado de interconexión de película delgada al sustrato.

de circuitos integrados según la reivindicación 73, que com­
prende además la operación de: a) separar el accesorio del

53.- Un método para formar un sustrato para pastillas

8§.- Un método para formar un sustrato para pastillas
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sustrato y del diseño de interconexión de película delgada.
93.- Un método para formar un sustrato para pastillas 

de circuitos integrados según la reivindicación 83, que com­
prende además la operación de: a) conectar una o más pasti­
llas de circuitos integrados a otras regiones seleccionadas 
en dicho diseño metalizado de interconexión de película del­
gada.

108.- Un método para formar un sustrato para pastillas
de circuitos integrados según la reivindicación 9-, en el que 
la operación de conexión comprende además la operación de: 
a) formar una unión por material de soldadura.

113.- Un método para formar un sustrato para pastillas
de circuitos integrados según la reivindicación 93, en el que 
dicha operación de conexión comprende además la operación de: 
a) formar conexiones discretas con hilos entre una o más pas­
tillas de circuitos integrados y las otras regiones seleccio­
nadas en el diseño metalizado de interconexión de película 
delgada.

128.- Un método para formar un sustrato para pastillas
de circuitos integrados según la reivindicación gs, en el que 
la etapa de conexión comprende además la etapa de: a) unir la 
pastilla o pastillas de semiconductor a las otras regiones 
seleccionadas en los diseños metalizados de interconexión 
de película delgada mediante unión por compresión térmica.

I38.- Un método para formar un sustrato para pastillas

-18.
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de circuitos integrados según la reivindicación 98, en el 
que la operación de conexión comprende además la operación

a las otras regiones seleccionadas en el diseno metaliza­
do de interconexión de película delgada mediante unión por 
ultrasonidos.

148.- Un método para formar un sustrato para pasti­
llas de circuitos integrados según la reivindicación 9 ,̂ que 
comprende además la operación de: a) encapsular la pastilla 
o pastillas de circuitos integrados conectadas a las otras 
regiones seleccionadas en el diseno metalizado de interco­
nexión de película delgada.

15-.- Un método para formar un sustrato para pastillas 
de circuitos integrados.

Tal y como se na descrito en la Memoria que antecede, 
representado en los dibujos que se acompañan y con los fines 
que se han especificado.

Esta Memoria consta de diecinueve hojas escritas 
a máquina por una sola de sus caras.

de: a) unir la pastilla o pastillas de circuitos integrados

hdrid,

24-7-73/GM. -19-
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